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第 4 章では，温度および波長変調分光iとより a-Si/a-SiC QW構造膜をしらべた結果， a-Si 井戸






有効質量の自由電子質量との比がそれぞれ 0.3 および 1 と見積もられた。
第 5 章では， a-8i/a-8iCQW構造のエレクトロアブソープション分光を試み，観測されたスペ


























って，温度，波長および、電場を摂動ノマラメタとする変調分光法を導入し，アモルファス 8i/ 8i C 超格
子の微分吸収スベクトル上で量子サイズ効果に基づく特徴的な構造の観測に見事に成功している。乙れら
は，アモルファス半導体超格子の擬二次元電子状態を光学的に直接捉えた世界初の実験的検証として注目
された仕事である。さらに著者は，実験データの理論的解析を通して，既存の実験的手段では不可能であ
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ったアモルファス Si 中の電子及び正孔の有効質量や平均自由行程などの重要な基礎物性定数の決定でき
る乙とを明らかにした。
次いで，電場変調分光法および過渡回折格子分光法を駆使して，量子井戸中に閉じ込められた電子や正
孔のキャリアダイナミクスに関する一連の実験とその理論的解析を行い，アモルファス半導体ヘテロ接合
デバイスの機能の改善に大きな影響をもたらす界面特性の新評価法を確立するとともに，量子効果を利用
したいくつかの新しいデバイスの提案を行っている。
以上のように，本研究はアモルファス半導体超格子といった新しい国体物理分野を開拓するとともに，
半導体電子工学の発展に貢献すると乙ろが大きく，本論文は工学博士の学位論文として価値のあるものと
認める。
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